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 有機薄膜トランジスタ(OTFT)にゲート電圧が印加されると、コンタクト電極から有機薄膜に注

入されたキャリアが半導体/ゲート絶縁膜界面に達し、そこに蓄積されたホールが面内方向に広が

ることによって伝導チャネルが形成される。チャネル面内でキャリアが広がる過程はこれまで時

間分解 EFISHGや電荷変調イメージングなどによって明らかにされてきた[1,2]。これらの手法は視

覚的な観測ができるたいへん優れた手法である一方、試料上面から観測する手法のため、OTFT

動作の初期過程を観測する場合には限界がある。一方、我々が提唱してきた拡張タイムドメイン

リフレクトメトリ(ExTDR)[3,4]は、膜厚方向のホール分布の進行から面内方向に広がるまでの過程

を一貫して観測することができる。我々は前回までに、コンタクト電極から発したホールのフロ

ントラインが膜厚方向に進行して半導体/ゲート絶縁膜界面に達し、面内方向に広がる前にまずコ

ンタクト電極直下で蓄積される過程について議論してきた。今回はその後でコンタクト電極直下

から面内方向にホールが広がっていく過程につ

いて調べた。実験としては従来と同じく、

pentacene のトップコンタクトボトムゲート

OTFT 構造の試料に対して矩形波パルスを入射

し、その透過波のパルス時間幅依存性を観測し

た。等価回路を仮定して計算された波形との対

応から、回路要素のインピーダンスを抽出した。

抽出された半導体/ゲート絶縁層のキャパシタン

スからホール分布の広がりを見積もった。ホー

ルのフロントラインの広がりは経過時間 t に対

して約 0.5乗の依存性を示しており、光学的手法

[1,2]による観測結果と対応した結果が得られてい

る。講演では、トラップ準位の存在を考慮して

チャネルが広がる過程について議論ずる。 
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図 1．ExTRD によるホールフロントラインの時

間依存性。 
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